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2 Prz{edmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza nor-
my jest metoda pomiaru rezystancji ciemnej, czulosci i na-
pigcia szumu w funkcji temperatury fotorezystora przezna-
czonego do detekcji promieniowania elektromagnetycznego
w zakresie widmowym 0,7 + 3,0 um oraz obliczania moéy
réwnowaznej szumowi, detekcyjnoéci i detekcyjnodci znor-

malizowanej.

2. Uklad pomiarowy - wg rysunku.
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1 _ cialo czarne, 2 - silnik modulatora z tarcza, 3 -mier-
nik temperatury z termopary, 4 - ekran z otworem, 5 - e-
kran chiodzony z otworem kalibrowanym, 6 - ruchoma ter-
mostatyczna komora §wiatloszczelna, -7 - fotorezystor 8 -
ekran elektrostatyczny, 9 - Zrédio napiecia
10 - rezystor obcigzenia, 11 - mikrowoltomierz selektyw-
ny, 12 - megomierz, 13 - wlacznik wigczajacy megomierz.

3. Wymagania dotyczgce elementow ukiadu pomiarowego

a) wilgotnoéé wzg:lgdna w komorze $wiatloszczelnej -
nie wigksza niz 75 %; -

b) impedancja wej$sciowa mikrowoltomierza selektywnego
z przedwzmacniaczem powinna byé wieksza niz  10-krotna
wartosdé najwiekszej stosowanej rezystancji obcigzenia;

¢) pasmo przeﬁoszenia woltomierza selektywnego z przed-
wzmacniaczem nie powinno byé wieksze niz 150 wartosci

czgstotliwosdci modulacji;

zasilajgcego, -

a) napiecie szuméw wejéciowych mikrowoltomierza se-
lektywnego z przedwzmacniaczem - mhiejsze niz 20 % . mie-
rzonego napiecia szuméw foiorezystora;

e) liniowosé wskazan ukl&du-pomiarowego'- lepsza  niz
1l % dla sinusoidalnych napieé wejéciowych;

f) w przypadku stosunku napiecia sygnatu do napiecia

szumu mniejszego niz- 5, nalezy stosowaé detekcje homody-

nowa;
g) Zrédlo promieniowania powinno byé zblizone do punk-
towego, tzn. odlegtosé fotorezystora od Zrédta promienio-

wania powinna by¢ wigkszaniz 50 $rednic otworu w ekmanie;

h) Zrédio promieniowania oraz silnik modulatora nalezy
zasilaé¢ zgodnie z warunkami podanymi w metryce Zrddia i
silnika, stosujgc stabilizator napiecia o-dokladnoéci stabi-
lizacji napigcia wejéciowego £0,5 %;

i) stosowad regulator temperatury zapewniajgcy moz-
liwoéé utrzymania ciata czarnego z dokiadnoscia do +2 K;

j)} modulator mechaniczny powinien by¢ wykonany w po-
staci tarczy o odpowiedniej liczbie otwordw, ktdéra  ~ jest
umieszczona na wale silnika synchronicznego =zapewniajg-
E:ego stabilnoé¢ obrotéw taky, aby czestoéé mddulacji nie
zmienila sie wiecej niz o +5 % wartoséci pasma przenosze-
nia ukiadu pomiarowego;

k) w celu uzyskania\sinusoidalnego ksztaltu modulacii,
$rednica otworu w tarczy modulatora oraz odlegiodé mig-
dzy otworami powinny by¢ réwne érednicy otworu w ekranie _
irédla'promieniow.inia; tarcza modulatora powinna by¢ po-
czerniona 1 umieszczona miedzy dwoma zaczernionymi chio-
dzonymi ekranami; .

1) uchwyt pomiarowy pbwinien zapewnié ustawienie fo-
torezystora w osi optycznej i umozliwié zmiane mocy pro-
mieniowania padajgcego na fotorezystor, bez zmiany para-
metrdéw zasilania Zrédila promieniowania;

1) pomiar rezystancji ciemnej nalezy wykona¢ megomie-
rzem mierzacym z dokladnosdcig do *2 % wartodci mierzo-
nej przy napiéciu pomiarowym mniejszym niz dopuszczalna

wartoéé napiecia zasilania fotorezystora;
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m) pomiar temperatury fotorezystora przy  pomiarach

czutosdci i napiecia szumu w funkcji temperatury powinien
byé wykonany z dokladnoscig do %1 K; |

n) napiecie szumdéw zasilacza i uktadu pomiarowego po-
winno byé mniejsze niz 20 % wartosci napigcia szumdéw , fo-
torezystora;

o) uklad pomiarowy powinien umozliwié pomiar parame-

tréw z bledem nie wiekszym niz 20 %.°

4. Kolejnoéé czynnoéci przy pomiarze czuloéci w funk-

»

¢ji temperatury

a) wiaczyé zasilanie Zrddia promieniowania i ustawid
wymagang warto$é napiecia lub natezenia prgdu;

b) ustawié¢ wymagang warto$é natezenia promieniowa-
nia padajgcego na fotorezystor poprzez ustawienie odleg-
tosci Zrédla od fotorezystora zgodnie z normg przedmioto-
wa; i ;

c-) wilgezyé modulator mechaniczny;

d) umieécié fotorezystor w uchwycie pomiarowym w ké—
morze termostatycznej i ustawié wymagang temperature po-
miaru;

e) ustawié¢ cze¢sto$éé pomiarowg mikrowoltomierza se-
lektywnego zgodnie z czesto$cig modulacji promieniowania;

f) wigczyé zasilanie fotorezystora;

g) odczytaé na mierniku warto$é sygnatu dla danej tem:-
peratury pomiaru;

h) pomiar napiecia sygnalu nalezy przeprowadzidé od mi-
nimalnej temperatury pracy wzwyz dla co najmniej 10 war-
todci temperatur, w dopuszczalnym przedziale pracy,okres-
lonym w normie przedmiotowej na dany typ fotorezystora
promieniowani.a podczerwoﬁego;

i) jezeli stosunek wartoéci napiecia sygnalu do szumu
jest'mniejszy niz 10, przy zachowaniu warunku, ze oﬁleg-
loé¢ Zrédla promieniowagia od fotorezystora jest wigksza
od 50 $rednic otworu u‘-‘e'kranie , to nalezy skorygowaé od-
czytang warto$é rzeczywistego napiecia sygnatu (U ; ) wg

WZoTu

U, =|u, -u, (1

w ktérym:
U, - odczytane z miernika napiecia sygnalu,
U

j) obliczyé czutoéé, (S) fotorezystora wg wzoru

n - DApigcie szumu;

US 2)
8 P (

dla okreslonej temperatury pomiaru, gdzie:
U_‘ - napigcie sygnatu,
P - moc promieniowania padajgcego na  powierzchnig
czynng fotorezystora; |
k) obliczyé moc promieniowania padajacegona powierz-

chnie czynng (P) fotorezystora wg wzoru

A-ad(T*-T}) -
F= imd? - v

™

w ktérym:
, | . 5
A - powierzchnia czynna fotorezystora, m ,

. : A . 2
a - powierzchnia otworu w ekranie ciata czarnego, m’,
9 W
d m2 -K ’

T - temperatura ciala czarnego, K,

d - stala Stefana; 8 = 5,673-10"

Ty - temperatura otoczenia, K,
. d - odlegloéé powierzchni czynnej fotorezystora od o-

tworu w ekranie, m.

5. Kolejnosdé czynnoéci przy pomiarze rezystancji ciem-
nej

a) umieécié fotorezystor w uchwycie pomiarowym w ko-

morze $wiatloszgzelnej;

b) wilaczyé megomierz w ukiad pomiarowy;

"¢) odczytaé na mierniku warto§é rezystancji ciemnej
fotorezystora.
6. Kolejnoéé czynnosci przy pomiarze napiecia szumu

w funkcji temperatury

a) umiescié fotorezystor w uchwycie pomiarowym w ko-
morze termostatycznej i ustawil wymagang temperature po-
miarows; "

- b) wlaczyé zasilanie fotorezystora;

c) o&czytac’: na mierniku warto$é napiecia szumu przy
danej temperaturze pomiaru;

d) pomiar napigcia-szumu w funkcji temperatury nalezy
prowadzié od minimalnej temperatury pracy fotorezystora
wzwyz dla co najmniej 10 wartodci temperatur w dopusz-
czalnym przedziale pracy, okreélonym normg przedmioto-

wa na dany typ fotorezystora.

7. Obliczanie mocy réwnowaznej szumowi (NEP). Ko-

rzystajgc z wynikéw pomiaréw czutoéci i szumu, otrzyma-

y -4
nych wg p. 4 i 6, nalezy wyznaczyé w W- Hz L moc réw -
nowazng szumowi (NEP) wg wzoru
% -1 iow
NEP=US"'Af % (4)

w ktérym:
u, - n&pi-qcie szumu,
S - czuloéé fotorezystora,

Af - szerokosé pasma przenoszenia mikrowoltomierza.

8. Obliczanie detekcyjnodci (D). Korzystajagc z wyni-

kéw pomiardéw napiecia sygnalu i napigcia szumu otriy{na-
nychwg p.4 i 6, oraz znanej wartos$ci mocy promieniowa-
nia padajgcego na po\_wierzchniq czynng fotorezystora, na-’
lezy wyznaczyéw W -1Hz 2 detekcyjnosé (D) wg wzo-

ru

D=U, U, "'P'As " (5



4

( BN-83/3375-02,01 - 3

w ktérym: - '~ D*=pa® (6)
U, - napigcie sygnatu, @ Krérysn -A
U, - napigcie szumu, D « detekeyiod,
P - moc promieniowania padajacego na powierzchnig A - pole powierzchni czynnej fotorezystora.
czynna fotorezystora, |
Af - szeroko§¢ pasma przenoszenia mikrowoltomierza. 30 NErURia pounaEd, Noroy prasdmiciowe oy o~
' kreslac:
a) warto$¢ mocy promieniowania padajgcego na po-
wierzchnie czynng fotorezystora, -
b) warto$¢ napiecia zasilania fotorezystora,
9. Obliczanie detekcyjnoéci znormalizowanej. (D" . Ko- c) zakres temperatury pracy fotorezystora,
rzystajac z wynikow obliczend detekcyjnosci otrzymanych wg d) temperature ciala czarnego, .
5.6 detekcyjﬁoéé Ty — (D*) nalezy obliczyé w e) warto$é rezystancji obcigzenia fotorezystora,
w'Hz®.em  wgwzoru f) czgstodé modulacji promieniowania.
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